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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月26日(2014.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1導電型半導体層と、
　前記第１導電型半導体層の上の発光層と、
　前記発光層の上の電子遮断層と、
　前記電子遮断層の上の第２導電型半導体層と
を備え、
　前記電子遮断層は、厚さの高低差があるパターンを含む発光素子。
【請求項２】
　前記電子遮断層は、
　前記パターンがない第１電子遮断層と、
　前記第１電子遮断層の上に前記パターンを有する第２電子遮断層と
を備える、請求項１に記載の発光素子。
【請求項３】
　前記第２電子遮断層は、峰と谷を有する、請求項２に記載の発光素子。
【請求項４】
　前記第１導電型半導体層の上面にくさび状の湾入部を有する、請求項１乃至請求項３の
うちいずれかに記載の発光素子。
【請求項５】
　前記くさび状の湾入部（Ｑ）の頂点部分の抵抗が、前記第１導電型半導体層の成長面の
抵抗より大きい、請求項４に記載の発光素子。
【請求項６】
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　前記くさび状の湾入部の上に膣化物半導体超格子層を更に備える、請求項５に記載の発
光素子。
【請求項７】
　前記膣化物半導体超格子層はＮ型ドーパントでドーピングされている、請求項６に記載
の発光素子。
【請求項８】
　前記くさび状の湾入部の断面は三角形を含む、請求項４に記載の発光素子。
【請求項９】
　前記くさび状の湾入部の上面は六角形状を含む、請求項４に記載の発光素子。
【請求項１０】
　前記電子遮断層は、ＡｌｘＩｎｙＧａ（１－ｘ－ｙ）Ｎ（０．１≦ｘ≦１，０≦ｙ≦０
．３，０≦ｘ＋ｙ≦１）を含む、請求項１に記載の発光素子。
【請求項１１】
　前記電子遮断層におけるＡｌの含量は１０％以上であり、Ｉｎの含量は３０％以下であ
る請求項１０に記載の発光素子。
【請求項１２】
　前記電子遮断層は、１００Å乃至６００Å以内の厚さで形成されている、請求項１乃至
請求項３のうちいずれかに記載の発光素子。
【請求項１３】
　前記電子遮断層は、３００Å乃至５００Å以内の厚さで形成されている、請求項１２に
記載の発光素子。
【請求項１４】
　前記第１電子遮断層は、５Å乃至１００Å以内の厚さで形成されている、請求項１２に
記載の発光素子。
【請求項１５】
　前記電子遮断層は第２導電型ドーパントを含む、請求項１乃至請求項３のうちいずれか
に記載の発光素子。
【請求項１６】
　前記ドーパントはＭｇを含む、請求項１５に記載の発光素子。 
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